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SiC-Photodiode

mit integriertem Verstarker und Linsenkappe

JIC149L

Charakteristik :
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SiC Photodiode mit integriertem Transimpedanzverstarker

sehr hohe UV-Empfindlichkeit

VergroRRerung der effektiven Chipflache durch integrierte Linse
Tageslicht-blind: sehr geringe Empfindlichkeit bei Vis/IR-Strahlung
separater Sensoranschluf zur Absenkung der Empfindlichkeit
bzw. Grenzfrequenz

eine Betriebsspannung

gegeniiber Gehduse isolierter Aufbau

hermetisches TO-Gehduse
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RoHS und WEE konform

Applikationen :

Flammiberwachung

UV-Laseriiberwachung
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selektive Messungen im UV-Bereich
Uberwachung von UV-Strahlern in Desinfektionsanlagen

Bestrahlungsstarkemessung bei der Lack- und Klebstoffaushartung

Grenzwerte :

¢ Betriebsspannung +55V

¢ Betriebstemperaturbereich -25°C...85°C

¢ Lagertemperaturbereich -40°C...100°C

¢ Lottemperatur (5s) 300 °C

Technische Daten :
Parameter Messbedingungen min. typ. max. Einheit
aktive Fliche ! 11 mm?
Transimpedanz 0,95 1,00 1,05 GQ
Dunkeloffsetspannung E=0Ix +0,5 2 mV
Rauschspannung B =1 kHz 0,1 MVrms
Spitzenempfindlichkeit Smax A=285nm 30 mV/nW
Anstiegszeit 0,6 ms
Bandbreite -3dB 500 Hz
Sattigungsspannung RL=2kQ +4,8 +4,95 Vv
Kurzschlussstrom +50 mA
Betriebsspannung +2,7 +5 +5,5 Vv
Stromaufnahme 750 1100 pA

Allgemeine Messbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert: Ta=25°C, Vs=+5V

1) effektive Fldche aufgrund der Lichtbiindelung der Linse
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Relative spektrale Empfindlichkeit Winkelcharakteristik
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Spektrale Daten :
Parameter Messbedingungen min. typ. max. Einheit
Spitzenempfindlichkeit Smax A=285nm 30 mV/nW
spektrale Flachenempfindlichkeit A=310nm 180 270 400 mV/nW/mm?
Selektivitat S400-1200nm / S310nm <10*
Offnungswinkel $=0,5%*Smax 5 Grad
Allgemeine Messbedingungen, sofern nicht anders spezifiziert: Ta=25°C, Vs=+5V
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Gehduseabmessungen
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Bei Verwendung eines externen Widerstandes zwischen Pin 1 und 2 zur Verringerung der Empfindlichkeit, ist auf
kurze Leitungsfiihrung zu achten, um Stérspannungen durch kapazitive Einstreuungen zu minimieren.

Wird nur der intern eingestellte Verstarkungsfaktor benutzt, empfiehlt es sich grundsatzlich, den AnschluB "1" bis

auf eine geringe Restlange zu kirzen.
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